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【手続補正書】
【提出日】平成22年6月9日(2010.6.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項３】
一方及び他方の主面を有し且つ第１導電型を有する半導体基板と、
　前記半導体基板の前記一方の主面の中に選択的にそれぞれ形成され且つ前記第１導電型
と反対の第２導電型をそれぞれ有する半導体層から成る少なくとも２つの第１の配線導体
層（２，３）と、
　前記２つの第１の配線導体層（２，３）の内の一方（２）の上にそれぞれ配置され且つ
光取り出しに使用される一方の主面（１９）とこの一方の主面に対向し且つ前記一方の第
１の配線導体層（２）に電気的に接続されている他方の主面（２０）とをそれぞれ有し且
つ発光のための複数の半導体層をそれぞれ有している少なくとも２つの発光半導体領域（
４ａ，４ｂ）と、
前記２つの第１の配線導体層（２，３）の内の他方（３）の上にそれぞれ配置され且つ光
取り出しに使用される一方の主面（１９）とこの一方の主面に対向し且つ前記他方の第１
の配線導体層（３）に電気的に接続されている他方の主面（２０）とをそれぞれ有し且つ
発光のための複数の半導体層をそれぞれ有している少なくとも２つの発光半導体領域（４
ｄ，４ｅ）と、
前記一方の第１の配線導体層（２）の上に配置された前記２つの発光半導体領域（４ａ，
４ｂ）から選択された一方の発光半導体領域（４ａ）の一方の主面（１９）に電気的に接
続され且つ前記他方の第１の配線導体層（３）の上に配置された前記２つの発光半導体領
域（４ｄ，４ｅ）から選択された一方の発光半導体領域（４ｄ）の一方の主面（１９）に
電気的に接続されている第２の配線導体層（５）と、
前記一方の第１の配線導体層（２）の上に配置された前記２つの発光半導体領域（４ａ，
４ｂ）から選択された他方の発光半導体領域（４ｂ）の一方の主面（１９）に電気的に接
続され且つ前記他方の第１の配線導体層（３）の上に配置された前記２つの発光半導体領
域（４ｄ，４ｅ）から選択された他方の発光半導体領域（４ｅ）の一方の主面（１９）に
電気的に接続されている別の第２の配線導体層（６）と
を備えていることを特徴とする半導体発光装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【０００７】
　なお、請求項２に示すように、本発明の別の実施形態に従う半導体発光装置は、
一方及び他方の主面を有し且つ第１導電型を有する半導体基板と、
　前記半導体基板の前記一方の主面の中に選択的に形成され且つ前記第１導電型と反対の
第２導電型を有する半導体層から成る複数の第１の配線導体層と、
　各第１の配線導体層の上にそれぞれ配置され且つ光取り出しに使用される一方の主面と
この一方の主面に対向し且つ前記第１の配線導体層に電気的に接続されている他方の主面
とをそれぞれ有し且つ発光のための複数の半導体層をそれぞれ有している複数の発光半導
体領域と、
　各発光半導体領域の一方の主面に電気的に接続されている第２の配線導体層とを備えて
いることが望ましい。
また、請求項３に示すように、
一方及び他方の主面を有し且つ第１導電型を有する半導体基板と、
　前記半導体基板の前記一方の主面の中に選択的にそれぞれ形成され且つ前記第１導電型
と反対の第２導電型をそれぞれ有する半導体層から成る少なくとも２つの第１の配線導体
層（２，３）と、
　前記２つの第１の配線導体層（２，３）の内の一方（２）の上にそれぞれ配置され且つ
光取り出しに使用される一方の主面（１９）とこの一方の主面に対向し且つ前記一方の第
１の配線導体層（２）に電気的に接続されている他方の主面（２０）とをそれぞれ有し且
つ発光のための複数の半導体層をそれぞれ有している少なくとも２つの発光半導体領域（
４ａ，４ｂ）と、
前記２つの第１の配線導体層（２，３）の内の他方（３）の上にそれぞれ配置され且つ光
取り出しに使用される一方の主面（１９）とこの一方の主面に対向し且つ前記他方の第１
の配線導体層（３）に電気的に接続されている他方の主面（２０）とをそれぞれ有し且つ
発光のための複数の半導体層をそれぞれ有している少なくとも２つの発光半導体領域（４
ｄ，４ｅ）と、
前記一方の第１の配線導体層（２）の上に配置された前記２つの発光半導体領域（４ａ，
４ｂ）から選択された一方の発光半導体領域（４ａ）の一方の主面（１９）に電気的に接
続され且つ前記他方の第１の配線導体層（３）の上に配置された前記２つの発光半導体領
域（４ｄ，４ｅ）から選択された一方の発光半導体領域（４ｄ）の一方の主面（１９）に
電気的に接続されている第２の配線導体層（５）と、
前記一方の第１の配線導体層（２）の上に配置された前記２つの発光半導体領域（４ａ，
４ｂ）から選択された他方の発光半導体領域（４ｂ）の一方の主面（１９）に電気的に接
続され且つ前記他方の第１の配線導体層（３）の上に配置された前記２つの発光半導体領
域（４ｄ，４ｅ）から選択された他方の発光半導体領域（４ｅ）の一方の主面（１９）に
電気的に接続されている別の第２の配線導体層（６）とを備えていることが望ましい。
また、請求項４に示すように前記第１の配線導体層は前記発光半導体領域の他方の主面（
２０）よりも広い幅を有する部分を備え、この部分の上に前記発光半導体領域が配置され
ていることが望ましい。
　また、請求項５に示すように更に、前記第１の配線導体層の前記発光半導体領域が配置
されていない部分の上に配置された低抵抗化導体層を有し、前記低抵抗化導体層は前記発
光半導体領域を構成する複数の半導体層の内の少なくとも１つと同一の材料で形成されて
いることが望ましい。
　また、請求項６に示すように、前記第１の配線導体層は、前記半導体基板の前記一方の
主面の中に選択的に形成され且つ前記第１導電型と反対の第２導電型を有する半導体層と
、該半導体層の上に配置された金属層とから成ることが望ましい。
また、請求項７に示すように、請求項１に従う半導体発光装置の製造方法は、
一方及び他方の主面を有する半導体基板を用意する工程と、
　前記半導体基板の前記一方の主面の中に導電型決定不純物を選択的に注入して前記半導
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体基板に対して電気的に分離されている半導体層から成る第１の配線導体層を形成する工
程と、
　前記第１の配線導体層を伴った前記半導体基板の上にエピタキシャル成長法によって複
数の半導体層を含む発光用多層半導体領域を形成する工程と、
前記発光用多層半導体領域を選択的にエッチングして、光取り出しに使用される一方の主
面とこの一方の主面に対向し且つ前記第１の配線導体層に電気的に接続されている他方の
主面とをそれぞれ有し且つ発光のための複数の半導体層をそれぞれ有している複数の発光
半導体領域を形成する工程と、
各発光半導体領域の一方の主面にそれぞれ電気的に接続されている複数の第２の配線導体
層を形成する工程とを備えていることが望ましい。
また、請求項８に示すように、請求項２に従う半導体発光装置の製造方法は、
一方及び他方の主面を有する半導体基板を用意する工程と、
　前記半導体基板の前記一方の主面の中に導電型決定不純物を選択的に注入して前記半導
体基板に対して電気的に分離されている半導体層から成る複数の第１の配線導体層を形成
する工程と、
　前記複数の第１の配線導体層を伴った前記半導体基板の上にエピタキシャル成長法によ
って複数の半導体層を含む発光用多層半導体領域を形成する工程と、
発光用多層半導体領域を選択的にエッチングして、光取り出しに使用される一方の主面と
この一方の主面に対向し且つ前記第１の配線導体層に電気的に接続されている他方の主面
とを有し且つ発光のための複数の半導体層をそれぞれ有している発光半導体領域を各第１
の配線導体層の上にそれぞれ形成する工程と、
各発光半導体領域の一方の主面にそれぞれ電気的に接続されている第２の配線導体層を形
成する工程とを備えていることが望ましい。
また、請求項９に示すように、請求項３に従う半導体発光装置の製造方法は、
一方及び他方の主面を有する半導体基板を用意する工程と、
　前記半導体基板の前記一方の主面の中に導電型決定不純物を選択的に注入して前記半導
体基板に対して電気的に分離されている少なくとも２つの第１の配線導体層（２，３）を
形成する工程と、
　前記複数の第１の配線導体層を伴った前記半導体基板の上にエピタキシャル成長法によ
って複数の半導体層を含む発光用多層半導体領域を形成する工程と、
発光用多層半導体領域を選択的にエッチングして、前記２つの第１の配線導体層（２，３
）の内の一方（２）の上にそれぞれ配置され且つ光取り出しに使用される一方の主面（１
９）とこの一方の主面に対向し且つ前記一方の第１の配線導体層（２）に電気的に接続さ
れている他方の主面（２０）とをそれぞれ有し且つ発光のための複数の半導体層をそれぞ
れ有している少なくとも２つの発光半導体領域（４ａ，４ｂ）と、前記２つの第１の配線
導体層（２，３）の内の他方（３）の上にそれぞれ配置され且つ光取り出しに使用される
一方の主面（１９）とこの一方の主面に対向し且つ前記他方の第１の配線導体層（３）に
電気的に接続されている他方の主面（２０）とをそれぞれ有し且つ発光のための複数の半
導体層をそれぞれ有している少なくとも２つの発光半導体領域（４ｄ，４ｅ）とを形成す
る工程と、
前記一方の第１の配線導体層（２）の上に配置された前記２つの発光半導体領域（４ａ，
４ｂ）から選択された一方の発光半導体領域（４ａ）の一方の主面（１９）に電気的に接
続され且つ前記他方の第１の配線導体層（３）の上に配置された前記２つの発光半導体領
域（４ｄ，４ｅ）から選択された一方の発光半導体領域（４ｄ）の一方の主面（１９）に
電気的に接続されている第２の配線導体層（５）と、前記一方の第１の配線導体層（２）
の上に配置された前記２つの発光半導体領域（４ａ，４ｂ）から選択された他方の発光半
導体領域（４ｂ）の一方の主面（１９）に電気的に接続され且つ前記他方の第１の配線導
体層（３）の上に配置された前記２つの発光半導体領域（４ｄ，４ｅ）から選択された他
方の発光半導体領域（４ｅ）の一方の主面（１９）に電気的に接続されている別の第２の
配線導体層（6）とを形成する工程と
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を備えていることが望ましい。
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